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Process for making tin oxide interference layers particularly of heat 
reflecting coated glass panes, by reactive magnetron pulverisation, and 
heat reflecting glass plane provided with a tin oxide layer according to it. 
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Abstract 



1. A process for making tin dioxide interference layer(s) for an interference filter comprising at least one 
heat-reflecting gold, silver or copper layer and at least one tin dioxide interference layer, more particularly as 
a heat-reflecting coating for a pane of glass or the like, by reactive magnetron sputtering using a tin target, 
characterised in that the tin target used for the reactive magnetron atomization contains an addition of at 
least one metal of groups Va or Vb of the periodic system. 
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Description 



Verfahren zum Herstellen der Zinndioxid-lnterferenzschicht (en) insbesondere von warmereflektierend 
beschichteten Glasscheiben durch reaktive MAGNETRON-Zerstaubung, Zinntarget zu seiner 
DurchfCihrung sowie mit einer danach hergestellten Zinndioxidschicht versehene warmereflektierende 
Glasscheibe Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen der Zinndioxid-lnterferenzschicht(en) eines 
wenigstens eine warmereflektierende Gold-, Silber- oder Kupferschicht sowie wenigstens eine Zinndioxid- 
lnterferenzschicht aufweisenden Interferenzfilters, ein Zinntarget zur DurchfQhrung dieses Verfahrens 
sowie eine mit einer nach diesem Verfahren hergestellten Zinndioxidschicht versehene 
warmereflektierende Glasscheibe. 

Bei der Herstellung der gattungsgemassen Interferenzfilter hat sich als Vakuum-Beschichtungsverfahren 
insbesondere die MAGNETRON-ZerstSubung (US-PS 41 66 018) bewShrt. Sie zeichnet sich namlich 
durch hohe Beschichtungsraten aus. 

Dieses Verfahren ermOglicht in besonders wirtschafllicher Weise die Herstellung der bei solchen Filtern 
venwendeten Interferenzschichten. Als Material dafQr ist insbesondere Zinndioxid geeignet. 
Zinndioxidschichten lassen sich namlich mit hohen Zerstaubungsraten nach dem Verfahren der reaktiven 
MAGNETRON-Zerstaubung herstellen. Bei diesem Verfahren erfolgt die Zerstaubung von Zinntargets in 
einer Gasatmosphare, welche Sauerstoff enthait, wobei sich durch den reaktiven Prozess auf dem 
Substrat eine Zinndioxidschicht bildet. 
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Bei der Herstellung der Zinndioxid-lnterferenzschicht(en) von wenigstens eine Gold-, Silber- Oder 
Kupferschicht aufweisenden Interferenzfiltern, wie sie insbesondere als warmereflektierende Beschichtung 
von Glasscheiben verwendet werden, durch reaktive MAGNETRON-Zerstaubung von Zinntargets treten 
bei langerer Betriebszeit Stdrungen im Beschichtungsprozess auf. Diese SWrungen ergeben sich nach 
vorheriger Reinigung der Anodenbleche - nach einer Betriebszeit der Kathoden von etwa 50 Stunden, 
wenn der Beschichtungsprozess mit der aus wirtschaftlichen GrCinden erforderlichen mOglichst hohen 
Aufstaubrate der Zinndioxidschicht von etwa 40 i/sec. durchgefQhrt wird. Bei entsprechend niedrigen 
Aufstaubraten dauert es entsprechend langer, bis die StOrungen im Beschichtungsprozess einsetzen. 

Dabei kommt es in Verbindung mit einem elektrischen Uber- schlag von der Targetoberfiache zu den 
seitlich angeordneten Anoden zu lokalen SchichtbeschSdigungen in Form von Flecken von mehreren 
Zentimetern Ausdehnung auf dem beschichteten Substrat. Diese Flecken haben z.B. ein biauliches, visuell 
stark stOrendes Aussehen, wenn bei einem Interferenzfiiter, bei welchem die warmereflektierende 
Silberschicht beidseitig in Zinndioxid-Schichten eingebettet ist, auf die Silberschicht die Sussere 
Interferenzschicht aus Zinndioxid unter Auftreten dieser StGrungen aufgebracht wird. 

AuslOsendes Element fGr die SchichtstOrungen ist in alien Fallen ein elektrischer Oberschlag von der 
TargetoberflSche zu den seitlich angeordneten Anoden. Solche Uberschiage in Form einer lokalen 
Lichtbogenentladung kdnnen bei Dauerbetrieb der Kathoden in gewissen Zeitabstanden immer auftreten. 
Dafur gibt es verschiedene Ursachen, wie z.B. eine Porositat der Targetoberfiache Oder 
Beschichtungsmaterial, welches sich von den Anodenoberfiachen Oder anderen Abschirmblechen lost und 
auf die Targetoberfiache failt. 

Ein solcher Uberschig beeintrachtigt an und fur sich die Schichtgualitat noch nicht in stOrendem Masse. 
Durch die elektronische Schutz schaltung der Sputterversorgung wird namlich die Lichtbogenentladung 
durch Abschaltung der an der Kathode liegenden Spannung sofort gelOscht. Nach einer Abschaltzeit von 
einiaen 10 Millisekunden wird dann das Entladungsplasma wieder gezQndet. Auch die durch diese 
Abschaltzeit ausgelOste Unterbrechung des Beschichtungsprozesses ist dabei noch so kurzzeitig, dass 
dadurch keine stOrenden Schichtdickenschwankungen hervorgerufen werden. 

StGrende Schichtveranderungen in Verbindung mit einem elektrischen Oberschlag ergeben sich - wie 
bereits ausgefuhrt erst nach langerer Betriebszeit der Kathode. Die Ursachen dafQr sind nicht bekannt. Wir 
vermuten, dass ein Zusammenhang besteht mit den sich im Laufe der Zeit bei Durchfuhrung des reaktiven 
Beschichtungsprozesses auf den seitlichen Anodenoberfiachen bildenden Ablagerungsschichten. 

Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um Zinnmaterial, das durch die Wechselwirkung mit dem 
reaktiven Plasma wahrend der Diffusion zu diesen Fiachen zumindest teilweise oxidiert wird. Die 
Zusammensetzung dieser Ablagerungsschichten ist nicht genau bekannt. 

Es wird vermutet, dass diese Ablagerungsschichten eine elektrische Isolationswirkungaufweisen, wenn 
ihre Dicke einen Mindestwert Qberschreitet. Es zeigen sich namlich auf ihnen "blitzartige" 
Entladungsspuren, wenn es nach der genannten Betriebszeit der Kathoden von etwa 50 Stunden zu den 
stOrenden Schichtfehlern kommt. Dementsprechend wird man vermuten, dass die mit einem elektrischen 
Oberschlag von der Targetoberfiache zu den Anoden auflretenden lokalen hohen elektrischen StrOme 
durch die Ablagerungsschichten hindurch nicht mehr ausreichend gut zur darunterliegenden Metallfiache 
abgefCihrt werden. Diese Strombehinderung fuhrt dazu, dass die elektronische Schutzschaltung die 
Kathode beim Auftreten eines Oberschlages nicht mehr sofort abschaltet, well die benOtigten Soll- 
Oberstroittwerte nicht oder nicht schnell genug erreicht werden. Die Folge davon kOnnte sein, dass das 
lokale intensive Plasma bei der sich ergebenden langeren Einwirkungszeit zu Schichtbeschadigungen 
fQhrt. Hierbei handelt es sich aber nur um eine mOgliche Erkiarung des Phanomens, dessen Ursachen 
letztlich nicht bekannt sind, da sich wegen der Komplexitat der Vorgange beim Zunden derartiger 
Lichtbogenentladungen nur Vermutungen anstellen lassen. 

Insgesamt haben die vorstehend beschriebenen StGrungen, insbesondere die auf die Ablagerungen auf 
den Anoden zurQckzufQhrenden, einen negativen Einfluss auf diejenige Betriebszeit, welche ohne stOrende 
Schichtveranderungen bei der Herstellung der entsprechenden Interferenzfiiter zugelassen werden kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, 
welches ohne Qualitatsbeeintrachtigung des herzustellenden Interferenzfilters eine veriangerte 
Betriebsdauer for den Beschichtungsprozess ermOglicht, wobei ausserdem ein fCir die DurchfQhrung dieses 



file://C:\Docunients%20and%20Settings\cce\My%20Documents\espacenet\EP01 ^ 1 8.h... 12/14/2004 



Page 3 of 4 



Verfahrens geeignetes Zinntarget sowie eine nach dem Verfahren herzustellende warmereflektierende 
Glasscheibe angegeben werden sollen. 

Erfindungsgemass wind diese Aufgabe bei einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch gelOst, 
dass fur die reaktive MAGNETRON-Zerstaubung ein Zinntarget verwendet wird, welches einen Zusatz 
wenigstens eines Metalles aus den Gruppen Va oder Vb des Periodischen Systems enthait. 

Die Erfindung schiagt weiterhin ggf. vor, dass der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, bezogen 
auf die Zinnmasse, betragt. Dabei kann insbesondere vorgesehen sein, dass der Zinntargetzusatz ca. 1 
Gew.-%, bezogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform des Verfahrens nach der Erfindung sieht vor, dass als Zinntargetzusatz 
Antimon ven/vendet wird. 

Das erfindungsgemSss vorgesehene Zinntarget zur DurchfQhrung des erfindungsgemassen Verfahrens ist 
gekennzeichnet durch einen Zinntargetzusatz aus wenigstens einem Metall aus den Gruppen Va oder Vb 
des Periodischen Systems. 

Dabei kann vorgesehen sein, dass der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, bezogen auf die 
Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 

ErfindungsgemSss kann weiterhin ggf vorgesehen sein, dass der Zinntargetschutz ca. 1 Gew.-%, bezogen 
auf die Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 

Eine besonders bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemassen Zinntargets ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zinntargetzusatz Antimon aufwelst. 

Schliesslich ist die erfindungsgemass vorgeschlagene warmereflektierende Glasscheibe mit einer 
wenigstens eine warmereflektierende Gold-, Silber oder Kupferschicht sowie wenigstens eine Zinndioxid- 
Interferenzschicht aufweisenden warmereflektierenden Beschichtung dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zinndioxidschicht(en) nach dem erfindungsgemassen Verfahren, wie vorstehend beschrieben, hergestellt 
ist bzw. sind. 

Der Erfindung liegt die uberraschende Erkenntnis zugrunde, dass die Betriebsdauer von MAGNETRON- 
Kathodenzerstaubungsanlagen beim Aufbringen von Zinndioxid-lnterferenzschichten unter Behebung der 
bislang beobachteten KathodenstOrungen bei Langzeitbetrieb dadurch entscheidend veriangert werden 
kann, dass fur die reaktive Zerstaubung Zinntargets ven/vendet werden, welche geringe Zusatze 
wenigstens eines Metalls aus den Gruppen Va und Vb des Periodischen Systems enthalten. 

a Diese Zusatze sind dabei so gering, dass bei den erforderlichen Interferenzschichtdicken von bis etwa 60 
nm durch den Zusatz in den Sn02-Schichten noch keine Zusatzabsorption fur sichtbares Licht ausgelOst 
wird, so dass also die fur Interferenzfilter der in Rede stehenden Art enwQnschte hohe Lichtdurchiassigkeit 
erhalten bleibt. 

Nachfolgend ist ein AusfCihrungsbeispiel der Erfindung im einzelnen beschrieben. 

Beispiel Zur Herstellung eines als warmereflektierende Beschichtung einer Fensterscheibe dienenden 
Interferenzfilters wurde eine Silikatglasscheibe in einer MAGNETRON-Kathodenzerstaubungs- aniage mit 
einem Interferenzfilter des Aufbaus Sn02-Ag-Sn02 beschichtet. Es wurde ein Zinntarget verwendet, 
welches mit 1 Gew.-%, bezogen auf die Zinnmasse, Antimon dotiert war. 

Auch nach einer Betriebs zeit von 100 Stunden wurden beim Aufsputtern der Sn02-Schichten durch die 
reaktive MAGNETRON Zerstaubung keine erkennbaren SchichtstGrungen verursacht, vielmehr waren die 
hergestellten Interferenzfilter Gber die gesamte vorgenannte Betriebsdauer, die mit einer bisher mOglichen 
Betriebsdauer von ca. 50 Stunden vergleichbar ist, uber die gesamte Scheibenoberfiache optisch 
einwandfrei. 

Bei Verwendung der erfindungsgemassen Zinntargets mit Zusatzen zeigte sich uberraschenderweise 
ferner, dass auch die Zahl der elektrischen Uberschiage und der damit durch sie von der elektronischen 
Schutzschaltung ausgeldsten Kathodenabschaltungen geringer als bei einem Target ohne Zusatz ist. Das 
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ist ein weiterer Vorteil der Verwendung eines Targets mit den genannten Zusatzen. Wie bereits gesagt, ist 
zwar eine gelegentliche Kathodenabschaltung fur die Qualitat der Beschichtung noch nicht nennenswert 
nachteilig, da durch sie der Beschichtungsprozess nur kurzzeitig unterbrochen wird. Das gilt jedoch nicht 
mehr, wenn sich solche Abschaltungen zeitlich haufen, und die statistische Wahrscheinlichkeit solcher 
Haufungen wird naturgemass geringer, wenn die Zahl der Abschaltungen insgesamt Kleiner ist. 

Die in der vorstehenden Beschreibung sowie in den AnsprOchen offenbarten Merkmale der Erfindung 
kOnnen sowohl einzein als auch in beliebigen Kombinationen fur die Venwirklichung der Erfindung in ihren 
verschiedenen AusfDhrungsformen wesentlich sein. 

Data supplied from the esp@cenet database - 12 

Claims 



Anspruche 

1. Verfahren zum Herstellen der Zinndioxid-lnterferenzschicht(en) eines wenigstens eine 
warmereflektierende Gold-, Silber- oder Kupferschicht sowiewenigstens eine Zinndioxid-lnterferenzschicht 
aufweisenden interferenzfilters, insbesondere als warmereflektierende Beschichtung einer Glasscheibe 
Oder dergleichen, durch reaktive MAGNETRON-Zerstaubung unter Venwendung eines Zinntargets, 
dadurch gekennzeichnet-, dass for die reaktive MAGNETRON-ZerstSubung ein Zinntarget verwendet wird, 
welches einen Zusatz wenigstens eines- Metalles aus den Gruppen Va Oder Vb des Periodischen Systems 
enthalt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 
Gew.-%, bezogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinntargetzusatz ca, 1 Gew.-%, 
bezogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betrdgt. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Zinntargetzusatz Antimon venA^endet wird. 

5. Zinntarget zur DurchfOhrung des Verfahrens nach einem der vorangehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch einen Zinntargetzusatz aus wenigstens einem Metal! aus den Gruppen Va oder Vb 
des Periodischen Systems. 

6. Zinntarget nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 
Gew.-%, bezogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 

7. Zinntarget nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinntargetzusatz ca. 1 Gew.-%, 
bezogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betragt. 

8. Zinntarget nach einem der AnsprUche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinntargetzusatz 
Antimon aufweist 

9. Warmereflektierende Glasscheibe mit einer wenigstens eine warmereflektierende Gold-, Silber- oder 
Kupferschicht sowie wenigstens eine Zinndioxid-lnterferenzschicht aufweisenden warmereflektierenden 
Beschichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinndioxidschicht(en) nach dem Verfahren nach einem 
der Anspruche 1 bis 4 hergestellt ist bzw. sind. 
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@ Verfahren zum Herstellen derZinndiox!d-lnterferen2SchIcht(en) tnsbesonderevon wSrmereflektierend beschtchteten 
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@ Verfehren zum Herstgellen der Zinndioxid-lnterferenz- 

schicht(en} eines wenigstens eine warmereflektierende Gold-, 

Silber- oder Kupferschicht sowie wenigstens eine Zinndioxid- 

Interferenzschicht aufweisenden Interferenzfilters, insbesorv 

dere als wSrmereflektlerende Beschtchtung einer Glas- 
scheibe Oder dergleichen, durch reaktive MAGNETRON- 

Zerstaubung unter Verwendung eines Zinntargets, dadurch 

gekennzeichnet daS fur die reaktive MAGNETRON-Zer- 

stSubung ein Zinntarget verwendet wird, welches einen Zu- 

sstz wenigstens eines Metalles aus den Gruppen V.oder Vt 
N des Periodischen Systems enthSIt Zinntarget zur DurchfQh- 
^ rung des Verfahrens sowie danach hergesteltte wSrmere- 

flektierend beschichtete Glasscheibe. 

00 

w 

00 
10 

o 

LU 



Croydon Pnmmg C(vnp»nv ltd 



0153318 

"1 - 



FB 937 

4. April 1985 
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Verfahren zum Herstellen der Zinndioxid-Interferenzschicht (en) 
insbesondere von warmeref lektierend beschichteten Glas- 
scheiben durch reaktive MAGNETRON-Zerstaxibung, Zinntarget 
zu seiner Durchfuhrung sowie mit einer danach hergestellten 
Zinndioxidschicht versehene warmeref lektierende Glasscheibe 



Die Erfindxmg betrif ft ein Verfahren zum Herstellen der Zinn- 
dioxid-Interferenzschicht (en) eines wenigstens eine warme- 
ref lektierende Gold-, Silber- oder Kupf erschicht sowie 
wenigstens eine Zinndioxid-Interferenzschicht aufweisenden 
Interferenzf liters, ein Zinntarget zur Durchfuhrung dieses 
Verf ahrens sowie eine mit einer nach diesem Verfahren her- 
gestellten Zinndioxidschicht versehene warmeref lektierende 
Glasscheibe. 
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Bei der Herstellung der gattungsgeroSfien Interferenzfilter 
hat sich als Vakuuia-Beschichtungsverfahren insbesondere 
die MAGNETRON-Zerstaubung (US-PS 41 66 018) bewahrt. Sie 
zeichnet sich namlich durch hohe Beschichtungsraten aus. 
Dieses Verfahren erroBglicht in besonders wirtschaf tlicher 
Weise die Herstellung der bei solchen Filtern verwendeten 
Interferenzschichten. Als Material dafiir ist insbesondere 
Zinndioxid geeignet, Zinndioxidschichten lassen sich nSmlich 
mit hohen ZerstStibxingsraten nach dem Verfahren der reak- 
tiven MAGNETK>N-Zerstaubung herstellen, Bei diesem Verfahren 
erfolgt die ZerstSubung von Zinntargets in einer Gas- 
atmosphSre, welche Sauerstoff enthSlt, wobei sich durch 
den reaktiven ProzeB auf dem Substrat eine Zinndioxid- 
schicht bildet. 

Bei der Herstellung der Zinndioxid-Interferenzschicht (en) 
von wenigstens eine Gold-, Silber- oder Kupf erschicht 
aufweisenden Interferenz filtern, wie sie insbesondere 
als warmeref lektierende Beschichtung von Glasscheiben 
verwendet werden, durch reaktive MAGKETRON-Zerstaubung 
von Zinntargets treten bei ISngerer Betriebszeit Storungen 
im Beschichtungsprozefi auf. Diese StOrungen ergeben sich - 
nach vorheriger Reinigung dex Anodenbleche - nach einer 
Betriebszeit der Kathoden von etwa 50 Stunden, wenn der 
BeschichtungsprozeB mit der aus wirtschaf tlichen GrQnden 
erforderlichen Bi5glichst hohen Auf stSubrate der Zinn- 
dioxidschicht von etwa 40 8/sec. durchgefiihrt wird. Bei 
entspirechend niedrigen Auf stSubraten dauert es entsprechend 
ISnger, bis die StSrungen im BeschichtungsprozeB ein- 
setzen. 
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Dabei kommt es in Verbindung mit einem elektrischen Ober- 
schlag von der Targetoberf ISche zu den seitlich angeordneten 
Anoden zu lokalen Schichtbeschadigungen in Form von Flecken 
von mehreren Zentimetern Ausdehnung auf dem beschichteten 
Substrat. Diese Flecken haben z.B. ein blauliches^ visuell 
stark storendes Aussehen, wenn bei einem Interferenzfilter ^ 
bei welchem die warmeref lektierende Silberschicht beid- 
seitig in Zinndioxid-Schichten eingebettet ist, auf die 
Silberschicht die SuBere Interf erenzschicht aus Zinndioxid 
unter Auftreten dieser StOrungen aufgebracht wird. 

Auslosendes Element fiir die SchichtstSrungen ist in alien 
FSllen ein elektrischer Uber schlag von der Targetober- 
f ISche zu den seitlich angeordneten Anoden. Solche Ober- 
schlage in Form einer lokalen Lichtbogenentladung kSnnen 
bei Dauerbetrieb der Kathoden in gewissen Zeitabstanden 
immer auftreten. Dafiir gibt es verschiedene Ursachen, wie 
z.B. eine PorositSt der Targetoberf lache oder Beschichtungs- 
material, welches sich von den Anodenoberf lachen oder an- 
deren Abschirmblechen 15st und auf die Targetoberf ISche 

faiit. 

Ein solcher tiberschlag beeintrSchtigt an und fiir sich die 
SchichtqualitSt noch nicht in storendem MaBe. Durch die 
elektronische Schutzschaltung der Sputterversorgung wird 
namlich die Lichtbogenentladung durch Abschaltung der an 
der Kathode liegenden Spannung sofort gelSscht. Nach einer 
Abschaltzeit von einigen 10 Millisekunden wird dann das 
Entladungsplasma wieder gezundet. Auch die durch diese 
Abschaltzeit ausgeloste Unterbrechung des Beschichtungs- 
prozesses ist dabei noch so kurzzeitig, daB dadurch keine 
storenden Schichtdickenschwankungen hervorgeruf en werden. 
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StSrende Schichtveranderungen in Verbindung mit einem elek- 
trischen Oberschlag ergeben sich - wie bereits ausgefiihrt - . 
erst nach ISngerer Betriebszeit der Kathode. Die Ursachen 
dafiir sind nicht bekannt. Wir vermuten, dafi ein Zusammen- 
hang besteht mit den sich im Laufe der Zeit bei Durch- 
fiihrung des reaktiven Beschichtungsprozesses auf den seit- 
lichen Anodenoberf ISchen bildenden Ablagerungsschichten. 
Bei diesen Ablagerungen handelt es sich urn Zinnmaterial, 
das durch die Wechselwirkung mit dem reaktiven Plasma 
wShrend der Diffusion zu diesen Flachen zumindest teil- 
weise oxidiert wird. Die Zusammensetzung dieser Tkblagerungs- 
schichten ist nicht genau bekannt. 

Es wird vermutet, daB diese Ablagerungsschichten eine elek- 
trische Isolationswirkungaufweisen, venn ihre Dicke einen 
Mindestwert (iber schreitet . Es zeigen sich namlich auf ihnen 
"blitzartige" Entladungsspuren, wenn es nach der genannten 
Betriebszeit der Kathoden von etwa 50 Stunden zu den storen- 
den Schichtfehlern kommt. Dementsprechend wird man vermuten, 
daB die mit einem elektrischen Uberschlag von der Targetober- 
f ISche zu den Anoden auftretenden lokalen hohen elektrischen 
Strome durch die Ablagerungsschichten hindurch nicht mehr 
ausreichend gut zur darunterliegenden Metallflache abge- 
fiihrt werden. Diese Strorabehinderung fOhrt dazu, daB die 
elektronische Schutzschaltung die Kathode beim Auftreten 
eines Oberschlages nicht mehr sofort abschaltet, weil die 
benotigten Soil-ttberstromwerte nicht oder nicht schnell 
genug erreicht werden. Die Folge davon kSnnte sein, daB 
das lokale intensive Plasma bei der sich ergebenden ISngeren 
Einwirkungszeit zu SchichtbeschSdigungen ftihrt. Hierbei 
handelt es sich aber nur um eine mSgliche ErklSrung des 
PhMnomens, dessen Ursachen letztlich nicht bekannt sind/ 
da "sich wegen der Komplexitat der VorgSnge beim Ziinden 
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derartiger Lichtbogenentladungen nur Vermutungen anstellen 
lassen. 

Insgesamt haben die vorstehend beschriebenen Starungen, insbe- 
sondere die auf die Ablagerungen auf den Anoden zurtickzu- 
fUhrenden, einen negativen EinfluB auf diejenige Betriebs- 
zeit, welche ohne st5rende Schichtveranderungen bei der Her- 
stellung der entsprechenden Interferenzfilter zugelassen 
werden kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art zu schaffen, V7elches ohne QualitSts- 
beeintrSchtigung des herzustellenden Interferenzf ilters eine 
veriangerte Betriebsdauer fiir den BeschichtungsprozeS enn5g- 
licht, wobei'auBerdem ein fttr die Durchftihrung dieses Ver- 
fahrens geeignetes Zinntarget sowie eine nach dem Verfahren 
herzustellende warmeref lektierende Glasscheibe angegeben 
werden sollen. 

Erf indungsgemaB wird diese Aufgabe bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art dadurch gelfist, daB ftir die reaktive 
MAGNETROK-Zerstaubung ein Zinntarget verwendet wird, welches 
einen Zusatz wenigstens eines Metalles aus den Gruppen V^ 
Oder V, des Periodischen Systems enthalt. 

Die Erfindung schlSgt weiterhin ggf . vor, daB der Zinn- 
targetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, bezogen auf die 
Zinnmasse, betrSgt. Dabei kann insbesondere vorgesehen 
sein, daB der Zinntarget zusatz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf 
die Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt. 



Eine bevorzugte Ausfuhrungsform des Verfahrens nach der 
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Erfindung sieht vor, dafi als Zinntargetzusatz TVntimon 
verwendet wird* 

Das erf indungsgemaB vorgesehene Zinntarget zur Durchfflhaning 
des erf indungsgesaSfien Verfahrens ist gekennzeichnet durch 
elnen Zinntargetzusatz aus wenigstens einein Metall aus den 
Gruppen oder Vj^ des Periodischen Systems. 

Dabei kann vorgesehen sein, dafi der Zinntargetzusatz 
zwischen 0,3 und 4 Gew."%, bezogen auf die Zinnmasse des 
Zinntargets , betragt . 

Erf indungsgemMB kann weiterhin ggf . vorgesehen sein, daB 
der Zinntargetschutz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf die Zinn- 
masse des Zinntargets, betrSgt, 

Eine besonders bevorzugte Aus fUhrungs form des erfindungs- 
gemaBen Zinntargets ist dadurch gekennzeichnet, daB der 
Zinntargetzusatz Antimon aufweist. 

SchlieBlich ist die erfindungsgemSB vorgeschlagene warme- 
ref lektierende Glasscheibe mit einer wenigstens eine 
wSsrmeref lektierende Gold-, Silber oder Kupferschicht 
sowie wenigstens eine Zinndioxid-Interferenzschicht 
aufweisenden wanoeref lektierenden Beschichtung dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zinndioxidschicht (en) nach dem 
erfindungsgemSBen Verfahren, wie vorstehend beschrieben, 
hergestellt ist bzw, sind. 
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Der Erfindung liegt die tiberraschende Erkenntnis zugrunde, 
daB die Betriebsdauer von MAGNETRON-KathodenzerstSubungs- 
anlagen beim Aufbringen von Zinndioxid-Interferenzschichten 
unter Behebung der bislang beobachteten Kathodenstorungen 
bei Langzeitbetrieb dadurch entscheidend verlSngert werden 
kann, daB fUr die reaktive ZerstSubung Zinntargets ver- 
wendet werden, welche geringe ZusStze wenigstens einesMetalls aus 
den Gruppen und Vj^ des Periodischen Systems enthalten, 
Diese ZusStze sind dabei so gering, daB bei den erforder- 
lichen Interferenzschichtdicken von bis etwa 60 nm durch 
den Zusatz in den Sn02"Schichten noch keine Zusatzabsorption 
fiir sichtbares Licht ausgelost wird, so dafi also die fvir 
Interf erenzf ilter der in Rede stehenden Art erwiinschte 
hohe LichtdurchlSssigkeit erhalten bleibt. 

Nachfolgend ist ein Aus ftihrungsbei spiel der Erfindung im 
einzelnen beschrieben. 

Beispiel 

Zur Herstellung eines als wSrineref lektierende Beschichtung 
einer Fensterscheibe dienenden Interf erenzf liters wurde 
eine Silikatglasscheibe in einer MAGNETRON-KathodenzerstMubungs- 
anlage mit einem Interferenzfilter des Aufbaus Sn02-Ag-Sn02 
beschichtet. Es wurde ein Zinntarget verwendet, welches mit 
1 Gew,-%, bezogen auf die Zinnmasse, Antimon dotiert war. 
Auch nach einer Betriebszeit von 100 Stunden wurden beim 
Auf sputtern der Sn02-Schichten durch die reaktive MAGNETRON- 
Zerstaubmg keine erkennbaren SchichtstSrungen verursacht, 
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vieliaehr waren die hergestellten Interferenzfilter iiber 
die gesamte vorgenannte Betriebsdauer, die itiit einer 
bisher mSglichen Betriebsdauer von ca. 50 Stunden 
vergleichbar ist^ tiber die gesamte Scheibenoberf lache 
optisch einwandfrei. 

Bei Verwendung der erf indungsgemSBen Zinntargets mit Zu- 
satzen zeigte sich tiberraschenderveise ferner, daB auch 
die Zahl der elektrischen Oberschlage und der damit durch 
sie von der elektronischen Schutzschaltung ausgelSsten 
Kathodenabschaltungen geringer als bei einem Target ohne 
Zusatz ist. Das ist ein weiterer Vorteil der Verwendung 
eines Targets mit den genannten ZusStzen. Wie bereits ge- 
sagt, ist zwar eine gelegentliche Kathodenabschaltung ftir 
die OualitSt der Beschichtung noch nicht nennenswert nach- 
teilig, da durch sie der BeschichtungsprozeB nur kurz- 
zeitig unterbrochen wird. Das gilt jedoch nicht mehr, wenn 
sich solche Abschaltungen zeitlich hSufen, und die sta- 
tistische Wahrscheinlichkeit solcher HSufungen wird natur- 
gexnaS geringer, wenn die Zahl der Abschaltungen insgesamt " 
kleiner ist. 

Die in der vorstehenden Beschreibung sowie in den Anspruchen 
offenbarten Merkmale der Erfindung konnen sowohl einzeln 
als auch in beliebigen Kombinationen fOr die Verwirklichung 
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfiihrungsformen 
wesentlich sein* 
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Anspriiche 



1. Verfahren zum Herstellen der Zinndioxid-Interferenz- 
schicht(en) eines wenigstens eine warmeref lektierende 
Gold-, Silber- oder Kupferschicht sowie wenigstens eine 
Zinndioxid-Interferenzschicht aufweisenden Interferenz- 
filters, insbesondere als wMrmeref lektierende Be- 
schichtung einer Glasscheibe oder dergleichen, durch 
reaktive MAGNETRON-ZerstSubung unter Verwendung eines 
Zinntargets, dadurch gekennzeichnet, daB fur die re- 
aktive MAGNETRON- Zerstaubung ein Zinntarget verwendet 
wird, welches einen Zusatz wenigstens eines Metalles aus den 
Gruppen oder Vj^ des Periodischen Systems enthSlt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
der Zinntargetzusatz zwischen 0,3 und 4 Gew.-%, bezogen auf 
die Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt, 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daB 
der Zinntargetzusatz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf die Zinn- 
masse des Zinntargets, betragt. 
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4, Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet , dafl als Zinntargetzusatz Antimon 
verwendet wird. 

5. Zinntarget zur Durchftihrung des Verfahrens nach einem 
der vorangehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch einen 
Zinntargetzusatz aus wenigstens einem Metall aus den 
Gruppen oder Vj^ des Periodischen Systems. 

6* Zinntarget nach Anspmuch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Ziimtargetzusatz zwischen 0,3 \ind 4 Gew.-%, be- 
zogen auf die Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt^ 

7. Zinntarget nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Zinntargetzusatz ca. 1 Gew.-%, bezogen auf die 
Zinnmasse des Zinntargets, betrSgt. 

8. Zinntarget nach einem der AnsprQche 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Ziimtargetzusatz Antimon aufweist. 

9. warmereflektierende Glasscheibe mit einer wenigstens 
eine warmereflektierende Gold-, Silber- oder Kupfer- 
schicht scwie wenigstens eine Zinndioxid-Interferenzschicht 
aufweisenden wanaeref lektierenden Beschichtung, dadiirch 
gekennzeichnet, daB die Zinndioxidschicht (en) nach dem 
Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4 hergestellt 

ist bzw. sind. 



